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1．はじめに 

 前回、我々は窒素添加 LaB6薄膜上におけるペン

タセンの堆積条件について検討を行い、堆積温度

と堆積レートを最適化することで、良好なペンタ

セン薄膜を形成できることを報告した[1]。今回、

ペンタセンの初期成長過程とラメラグレインの形

成抑制プロセスについて検討したので報告する。 

2．実験方法 

 図 1に試料構造を示す。SPM洗浄、希フッ酸処

理を行った Si(100)基板上に、wet酸化により、SiO2

を形成した。次に、一部の試料に対し、回転マグ

ネットスパッタ法[2](RF 200 W)により、窒素添加

LaB6 を 2 nm 堆積し、N2/4.9%H2 混合雰囲気で

400
o
C/5 min のアニールを行った。最後に、ペンタ

センを室温で、堆積レート 1 nm/minとして 1-5 nm

堆積した。このように作製した試料に関して、AFM

測定を行い、表面モフォロジーを評価した。 

3．実験結果および考察 

 図2にAFM像によるペンタセンの表面モフォロ

ジーを示す。図 2(a)と 2(c)より、SiO2 上と窒素添

加 LaB6上の両者において、1 nm のペンタセンに

はラメラグレインは形成されていない。一方、5 nm

堆積した場合、両者においてラメラグレインが形

成されているが、窒素添加 LaB6上のラメラグレイ

ン形成密度が低減していることが分かる。 
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図 1 (a) ペンタセン/SiO2/Si(100)構造、および(b) 

窒素添加 LaB6界面層を導入した構造。 

 

図 2 ペンタセンの AFM 像の膜厚依存性。SiO2

上((a) 1 nm、(b) 5 nm)、および窒素添加 LaB6上

((c) 1 nm、(d) 5 nm) 
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